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El diodo de 4 capas

Construccioén interna Circuito equivalente

Anodo
o)

unién pn 1

unién pn

2

unién pn 3

Cétodo (K) K

Catodo

(a) Construccién bdsica (b) Simbolo esquematico




El diodo de 4 capas - Comportamiento

Voltaje de ruptura directa: conforme Vak >0, 1A se incrementa

. . Regién de
gradualmente. Cuando IA = IS (Corriente de conmutacion).

conduccién
. .. Activo n directa
Corriente de Retencion IH: cuando Ia corriente se reduce por ; =
debajo del valor de retencién IH, el dispositivo se apaga.

l

Corriente de Conmutacion IS: Es la corriente donde el — e N 1
dispositivo pasa de la region de bloqueo en directa a la regién de conduccion Verim
en directa. Este valor es siempre menor a la I|H.

Inactivo ".—_ chidn de

AK  bloqueo
en directa




\ El diodo de 4 capas - Una aplicacion

Oscilador de relajacion




El Rectificador controlado de Silicio (SCR) o Tiristor

Construcciéon y simbolo

Anodo (A)
Diferentes encapsulados comerciales

Compuerta (G)

Catodo (K) K

(c) Cépsulas tipicas

(a) Construccién basica (b) Simbolo esquematico



El Rectificador controlado de Silicio (SCR) o Tiristor

Circuito Equivalente




El Rectificador controlado de Silicio (SCR) o Tiristor

Encendido del SCR

Q) : 2,

encendido . encendido

(a) SCR apagado (b) SCR disparado (c) El SCR permanece encendido
después del pulso del disparo




El Rectificador controlado de Silicio (SCR) o Tiristor

Curvas caracteristicas del SCR

|

Regidn de conduccién
en directa (encendido)
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Varm Veren VerEn Vareo)

) Virir)
Vi = -~

Regién de
bloqueo
en inversa

Regidn de blogueo
Regidn en directa (apagado)
de avalancha
en inversa

(a)Con Ig=0 (b) Con varios valores de I




El Rectificador controlado de Silicio (SCR) o Tiristor

Sistema de alumbrado para la interrupciéon de potencia

D,
Pte

120V
rms

OFllS

D,
N_

g5

& *

(a) Potencia de ca encendida (b) Potencia de bateria de respaldo (potencia de ca apagada)




El DIAC

Estructura - Simbolo - Comportamiento

A,

(a) Construccion basica  (b) Simbolo




El DIAC

Circuito equivalente - Condiciones de polarizacién.




El TRIAC

Estructura - Simbolo - Comportamiento
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(a) Construccién basica (b) Simbolo




El TRIAC

Circuito equivalente y condiciones de encendido.

+V

(d) O3 y Q, encendidos

(b) O, y Q, encendidos




El TRIAC

Aplicacion

Triac encendido

Angulo
de retardo

Angulo de conduccién




El UJT - Transistor de una sola union

Construccién - Simbolo Circuito equivalente

Unién pn
N

N

N
Emisor #

Base 1

(a) Construccién basica (b) Simbolo




El UJT - Transistor de una sola union

Circuito equivalente

r'b1 resistencia dindmica interna de la barra de silicio entre Ey B1.
r'b2 resistencia entre Ey B2.
r'bb -> resistencia entre bases =r'b1 + r'b2

Relacién intrinseca - relaciéon de separacion.

VP = nVBB - Vpn Voltaje Pico - valor del voltaje en el emisor que hace que la
union se polariza en directa.

Cuando Vebl alcanza Vp la union pn se polariza en directa e
le se inicia.




El UJT - Transistor de una sola union

Circuito equivalente

Resistencia
+J<— negativa ——»+«+——— Saturacién

Punto en
la cresta

/— Punto en el valle




Aplicacion - Oscilador de relajacion

El UJT - Transistor de una sola union

Condiciones de
funcionamiento.

Veg — Vp = IpR,

VBB - /\r < I\'RI




El Transistor de una sola union programable (PUT)

Construccion interna y simbolo Circuito y Curva Caracteristica

Anodo (A)

Vak (Voltaje entre el 4nodo y el citodo)

ﬂ Compuerta (G)

I5
(corriente en el 4nodo)

Catodo (a) Circuito (b) Curva de caracteristica

(a) Construccion basica (b) Simbolo




El Transistor de una sola union programable (PUT)

Aplicacién - Oscilador de relajacion

R,
10 k€2

R,
10 k2




El Transistor de una sola union programable (PUT)

Aplicacién - Oscilador de

R,
10 k€2

R,
10 k2




